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(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SOLARZELLEN MIT SELEKTIVEM EMITTER

Abb. 4:

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing solar cells having a selective emitter
using an improved etching paste composition, which has substantially improved selectivity with re-

spect to silicon layers. In a preferred embodiment (figure 4), the method according to the invention
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for producing solar cells with a one-stage emitter involves the following method steps: I. texturing
of the surface; II. doping with phosphorus (approximately 40 Q/sq diffusion of POCI5); III. local et-
ching of the PSG (phosphorus silicate glass) and silicon layer, such that conductivity ranging from
-90 to 100 €/sq] is obtained and cleaning of the wafer; IV. PSG etching; V. masking with an anti-
reflection layer (ARC deposition) by means of plasma-enhanced chemical vapour deposition
(PECVD) of silicon nitride (SiNx); VI. screen printing to metallize the (front) surface and the rear
with subsequent sintering (cofiring); and VII edge insulation.

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Vertahren zur Herstellung
von Solarzellen mit selektivem Emitter unter Verwendung einer verbesserten Atzpastenzusammen-
setzung, welche eine wesentlich verbesserte Selektivitdt gegeniiber Siliziumschichten aufweist. In
einer bevorzugten Ausfiihrungsform (Abbildung. 4) umfasst das erfindungsgemaisse Verfahren zur
Herstellung von Solarzellen mit einstufigem Emitter die Verfahrensschritte: 1. Texturierung der
Oberflidche II. Phosphordotierung (ca. 40Q/sq Diffusion von POCI3) III. Lokales Atzen der PSG-
und Silizium- Schicht, wodurch eine Leitféhigkeit Im bereich von -90 - 100 [Omega] /sq erzielt
wird (PSG = Phosphor- SilicatGlas) und Reinigung des Wafers. IV. PSG Atzung V. Maskierung mit
Antireflexionsschicht (ARC Deposition) mitteis "plasma enhanced chemical vapor deposition”
(PECVD) von Siliziumnitrid (SiNx) VI. Siebdruck zur Metallisierung der Oberfliche (Frontseite)
und der Riickseite mit anschliessendem Sintern (Cofiring). VII. Kantenisolierung
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